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【背景・目的】 

近年、情報化社会の進歩が著しく、ディスプレイなどの情報端末の性能向上が課題となっている。

社会に求められている課題の一つとして低消費電力化が挙げられる。低消費電力化を実現するに

はディスプレイに用いられている薄膜トランジスタ（TFT）の高性能化が必要不可欠となってい

る。そこで、タンタル酸ストロンチウム（SrTa2O6: STA）を絶縁膜として選んだ。この材料の特徴

として、高い比誘電率(ε~40)、広いバンドギャップ(Eg = 3.61 eV)、比較的低い漏れ電流(～10-8 A)

が挙げられる。しかしこの薄膜は溶液法で成膜可能であるものの、700℃の高温で焼成しなければ

実用性のあるリーク電流を実現できなかった［1］。これを解決するため本研究では高圧水蒸気処

理に着目し［2］、焼成温度を下げて作製した TFTの評価を行った。 

【実験方法及び結果】 

 シリコン基板に Tiと Ptを堆積させたのちにスピンコート（2000 rpm/ 20 s）で STA膜を作製し

た。その後、本焼成として高圧水蒸気処理（400℃, 0.5MPa, 1 h）又は酸素アニール（700℃、1 h）

を行った試料を準備した。その後、InGaZnO をスパッタで堆積させたのちにエッチング処理でパ

ターンを形成した。電極を堆積させたのちに N2：O2の比率 4：1 で 2 時間焼成を行い、完成した

TFTを評価した。TFTの Id-Vg特性を Fig. 2に示す。溶液法で形成した絶縁膜を用いて，低 Vg電圧

で急峻なスイッチング特性を得ることに成功した。さらに TFTのオフ状態では HPWVA400℃アニ

ールで酸素 700℃アニールより低くリーク電流を抑えることができた。リーク電流抑制の要因と

して STA膜中の炭素量に着目し、SIMSにより深さ方向元素分析を行った結果を Fig.3 に示す。酸

素アニールを用いた結果に比べ HPWVAを用いた STA膜の方が炭素のカウント数が低かった。こ

のことから、HPWVAを用いることにより絶縁膜中の不純物低減が可能であり、400℃で TFTのリ

ーク特性改善に成功した。 
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Fig.1 TFT structure of a-

TFT with SrTa2O6 gate 
insulator 

Fig.2 Id-Vg characteristics of 

HPWVA and O2 Anneal 
processed TFT 

Fig.3  Comparison of carbon 

counts between HPWVA 
processed sample and O2 anneal 

processed sample.  
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